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KARTA MODULU / KARTA PRZEDMIOTU

Kod modutu

E-E-0006-s3

Nazwa modutu

Podstawy elektroniki 2

Nazwa modutu w jezyku angielskim

Fundamentals of Electronics 2

Obowigzuje od roku akademickiego

2012/2013 (aktualizacja 2017/2018)

A. USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

Elektrotechnika

Poziom ksztatcenia

| stopien
(I stopien / Il stopien)

Profil studiow

ogolnoakademicki
(ogd6ino akademicki / praktyczny)

Forma i tryb prowadzenia studiéw

stacjonarne
(stacjonarne / niestacjonarne)

Specjalnos¢

Jednostka prowadzgca modut

Katedra Informatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
Zaktad Informatyki i Elektroniki

Koordynator modutu

dr inz. Dorota Wiraszka

Zatwierdzit:

Dziekan WEAIl ]
Dr hab. inz. Antoni R6zowicz, prof. PSk

B. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos¢ do grupy/bloku
przedmiotéw

kierunkowy
(podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Status modutu

obowigzkowy

(obowigzkowy / nieobowigzkowy)

Jezyk prowadzenia zajeé

jezyk polski

Usytuowanie modutu w planie studiéw
- semestr

semestr Il

Usytuowanie realizacji przedmiotu w
roku akademickim

semestr zimowy
(semestr zimowy / letni)

Wymagania wstepne

Podstawy elektroniki 1

(kody modutéw / nazwy modutéw)

prowadzenia zajec

Egzamin nie )
(tak / nie)
Liczba punktow ECTS 2
Forma wyktad ¢wiczenia laboratorium projekt inne

w semestrze

30
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C. EFEKTY KSZTALCENIA | METODY SPRAWDZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA

Zapoznanie studentéw z podstawowymi elementami elektronicznymi, analogowymi uktadami
elektronicznymi oraz z metodami badania takich elementow i uktadow z wykorzystaniem

Cel . ; : e .
modutu przyrzgdow pomiarowych wielkosci elektrycznych oraz oscyloskopu cyfrowego do obserwacji
przebiegdw elektrycznych w charakterystycznych punktach uktadu elektronicznego.
(3-4 linijki)
Symbol roFoarcl,Inzn'a odniesienie do | odniesienie do
okt Efekty ksztalcenia prowaczent efektow efektow
etekdu (W /cz/la/;)i; ne) kierunkowych | obszarowych
zna charakterystyki podstawowych elementéow I K W13
elektronicznych oraz zasade dziatania prostych
w_01 | analogowych uktadéw elektronicznych. T1A_ W04
zna zasade dziatania prostych analogowych I K W13
w 02 | uktaddéw elektronicznych. T1A_ W04
potrafi sprawnie postugiwac sie przyrzgdami I K_U02
pomiarowymi wielkosci elektrycznych i K_U03 T1A_U02
oscyloskopem cyfrowym w celu zbadania elementu K_U08 T1A_UO3
u_o1 lub uktadu elektronicznego. K _U10 T1A_UO8
potrafi potgczy¢ ukitad elektroniczny, przeprowadzic¢ K_U02
jego badanie oraz opracowaé wyniki badan. K_U03 T1A_UO02
K_U08 T1A_UO3
u_02 K U10 T1A U08
K 01 |potrafi wspdtdziatac i pracowac w grupie. K_K04 T1A_KO03
Tresci ksztatcenia:
1. Tresci ksztatcenia w zakresie wyktadu
2. Tresci ksztatcenia w zakresie ¢wiczen
3. Tresci ksztatcenia w zakresie zadan laboratoryjnych
Odniesienie
NTI:;IQC Tresci ksztatcenia Ifgz::fck;g;’;
dla modutu
1 Wprowadzenie do zajec¢ laboratoryjnych. Zapoznanie z warunkami pracy w K_01
laboratorium, prezentacja instrukcji laboratoryjnych, okreslenie warunkéw
zaliczenia przedmiotu, podziat na zespoty.
2 Charakterystyki i parametry diod poétprzewodnikowych ‘l/JV_::
u_02
K_01
3 Badanie zasilaczy niestabilizowanych \llJV_:12
u_02
K_01
4 Badanie zasilaczy stabilizowanych ‘llJV_:12
u_02
K_01
5 Badanie tranzystorow bipolarnych ‘l/JV_::
u_02
K_01
6 Badanie tranzystoréw polowych ztgczowych JFET ‘l/JV_::
u_02
K_01
7 Zaliczenie i realizacja niewykonanej | czesci programu éwiczen w_01
laboratoryjnych 3—82
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8 Badanie tranzystoréow polowych MOSFET \llJV_:11
u_02

K_01

9 Tranzystorowy wzmacniacz matej czestotliwosci W_02
u_o1

u_o02

K_01

10 Wzmacniacze na tranzystorach polowych ‘llJV_:12
u_02

K_01

11 Zastosowanie wzmacniacza operacyjnego - wzmacniacz odwracajacy i ‘l/JV_:12
nieodwracajgcy U 02

K_01

12 Zastosowanie wzmacniacza operacyjnego - ukfad catkujgcy ‘l/JV_:12
u_02

K_01

13 Zastosowanie wzmacniacza operacyjnego - rézniczkujgcy \llJV_:12
u_02

K_01

14 Zaliczenie i realizacja niewykonanej |l czesci programu ¢wiczen w_01
i u_o1

laboratoryjnych U 02

15 Zaliczenie przedmiotu W_o1
u_o1

u_o02

4. Charakterystyka zadan projektowych
5. Charakterystyka zadan w ramach innych typow zaje¢ dydaktycznych

Metody sprawdzania efektéw ksztalcenia

Symbol Metody sprawdzania efektéw ksztalcenia
efektu | (sposob sprawdzenia, w tym dla umiejetnosci — odwotanie do konkretnych zadan projektowych, laboratoryjnych, itp.)
W 01 Kartkowki wejsciowe przed kazdymi zajeciami laboratoryjnymi.
Poprawnie wykonane ¢wiczenia laboratoryjne przez grupe — protokoty z przeprowadzonych
u_o1 badan.
u o2 | Poprawnie wykonane ¢wiczenia laboratoryjne przez grupe i opracowane sprawozdania.
Poprawne wykonane ¢éwiczenia laboratoryjne przez grupe — protokoty z przeprowadzonych
K 01 | badan.

D. NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS

Rodzaj aktywnosci ts)tltl c&zﬁgle
1 | Udziat w wyktadach
2 | Udziat w ¢wiczeniach
3 | Udziat w laboratoriach 30 godz.
4 | Udziat w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 2 godz.
5 | Udziat w zajeciach projektowych
6 | Konsultacje projektowe
7 | Udziat w egzaminie
8
9 | Liczba godzin realizowanych przy bezposrednim udziale nauczyciela 32 godz.
akademickiego (suma)
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10 | Liczba punktéw ECTS, ktéra student uzyskuje na zajeciach

wymagajacych bezposredniego udzialu nauczyciela akademickiego 1,07
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)

11 | Samodzielne studiowanie tematyki wyktadow

12 | Samodzielne przygotowanie sie do éwiczen

13 | Samodzielne przygotowanie sie do kolokwiow

14 | Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriéw 10 godz.

15 | Wykonanie sprawozdan 18 godz.

15 | Przygotowanie do kolokwium koncowego z laboratorium

17 | Wykonanie projektu lub dokumentagiji

18 | Przygotowanie do egzaminu

19
20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta (ZS?mg)OdZ.
21 | Liczba punktow ECTS, ktorg student uzyskuje w ramach samodzielnej

pracy 0,93

(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)

22 Sumaryczne obciazenie praca studenta | 60 godz.
23 Punkty ECTS za modut 2

1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
24 | Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakterze praktycznym 60 godz

Suma godzin zwigzanych z zajeciami praktycznymi

25 | Liczba punktéw ECTS, ktora student uzyskuje w ramach zajec¢ o

charakterze praktycznym 2
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
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Witryna WWW
modutu/przedmiotu

http://weaii-moodle.tu.kielce.pl/




